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Abstract: In this study, the structural and optical properties of the aluminum doped
F203 thin film were investigated. XRD analyzes and absorption measurements were

Fez203:Al taken before and after annealing of Fe203:Al film grown by FR Magnetron Sputtering
method. The band gap energy ranges of the samples we obtained are about 1.87 eV
before annealing, and XRD peaks were not observed in XRD analyses. As a result of
the annealing of the same Al-doped samples at 560 degrees for 1 hour, the band gap
was measured as approximately 2.18 eV, and at the same time, it was observed that
in the XRD analyzes of the samples, peaks of various intensities occurred, with the
most intense peak at 33.47 degrees.

SACTIRMA TEKNIGi iLE BUYUTULEN Al KATKILI Fe203 iNCE FILMLERI UZERINDE
TAVLAMA SICAKLIGININ ETKIiSi

Anahtar Kelimeler
Magnetron Sa¢tirma
Fe203:Al

Ozet: Bu galismada aliiminyum katkili Fez03 ince filminin yapisal ve optik 6zellikleri
arastirilmistir. RF Magnetron Sactirma (sputter) yontemi ile biiyiitiilen Fe203:Al
filminin tavlanmadan 6nce ve tavlandiktan sonra XRD analizleri ve sogurma 6l¢iileri

alinmistir. Elde ettigimiz numunelerin yasak enerji araliklar1 tavlanmadan 6nce
yaklasik 1.87 eV olup, XRD analizlerinde herhangi bir XRD piki gézlenmemistir. Al
katkilanmis ayni numunelerin, 5600C’de 1 saat tavlanmasi sonucunda yasak enerji
araliklar ise yaklasik 2.18 eV olarak 6lciilmiis ve ayn1 zamanda 5600C’de tavlama
islemine tabi tutulan numunelerin XRD analizlerinde ise en siddetli pik 33.42
derecede olmak lizere cesitli siddetlerde piklerin meydana geldigi gézlenmistir.

1. Giris

Elektronigin temel yapi tasi olan yariiletkenlerin;
yapisal ve optik dzelliklerinin incelenmesi, uygulama
alanlarinda daha iyi sonuglar elde etmek i¢in olduk¢a
gereklidir. Ozellikle yariiletken malzemelerin yapisal
ozellikleri hakkinda olduke¢a fazla bilgi sunan X Isini
Kirinimi (XRD) spektrometresi bu acidan énemlidir.
XRD analizi ile, malzeme yapis1 (kristal/amorf),
kristalin malzemeler icin kalitatif analizi, latis
parametresinin  hesaplanmasi, diizlemler arasi
mesafenin  belirlenmesi, miller  indislerinin

hesaplanmasi, kristal kafes yapisinin belirlenmesi
mimkiindiir. Ayrica ince filmler hakkinda optik
ozellikler acisindan énemli bilgiler sunan ve yasak
enerji araliginin belirlenmesinde sogurma olgiileri
biiylik 6nem arz etmektedir. Bunun yani sira
yariiletken ince filmlerinin tavlanmasi, filmlerin
daha iyi bir kristal yap1 6zelligi gostermesi agisindan
uygulanan yontemlerden birisidir. Yapilan cesitli
¢alismalarda Al katkili Fe203 yapisinin genis bir
uygula alanina sahip oldugu goriilmektedir. Al katkili
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Fe20 3 gaz sensori, cesitli yanicl gazlarin distk
konsantrasyonlarinin tespitinde yiiksek bir gaz
tepkisi ve hizli cevap tepkisi sergilemektedir [1].

2. Materyal ve Yontem

Al katkili Fe203 yapisi ¢esitli biiylitme teknikleri [2-
5] ile literatiirde biiyiik bir ¢alisma alani1 sunmustur,
bu c¢alismalarda Magnetron Sactirma (sputter)
yontemi ile biylitiilen filmler mevcuttur [2]. Sekil
1’de RF Magnetron Sacgtirma (sputter) yontemi ile
ince film biiyiitme teknigi gosterilmistir
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Sekil 1. Supetter (Sactirma) Mekanizmasi
(Inf.umich.edu)

Elde ettigimiz numunelerin yasak enerji araliklar
tavlanmadan 6nce yaklasik 1.87 eV olup (Sekil.4),
XRD analizlerinde herhangi bir XRD piki
gozlenmemistir (Sekil.2). Al katkilanmis aym
numunelerin, 5600C’de 1 saat tavlanmasi sonucunda
yasak enerji araliklar ise yaklasik 2.18 eV olarak
Olclilmiis (Sekil.5) ve aymi zamanda 5600C’de
tavlama islemine tabi tutulan numunelerin XRD
analizlerinde ise en siddetli pik 33.42 derecede
olmak iizere cesitli siddetlerde piklerin meydana
geldigi gozlenmistir (Sekil 3).

—Fe,0 Al (Tavlanmamis)

Siddet (a.u)

T T T T
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

2 Theta (Derece)

Sekil 2. Tavlanmamis Al:Fez03 Yariiletken ince
filmlerinin XRD Analizi
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Sekil 3. Tavlanmis Al:Fe203 Yariiletken ince
filmlerinin XRD Analizi
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Sekil 4. Tavlanmamis Fe203:Al Yariiletken ince
filmlerinin Sogurma Grafigi
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Sekil 5. Tavlanmis Fe203:Al Yariiletken ince
filmlerinin Sogurma Grafigi

3. Sonugve Tartisma

Yaptigimiz bu ¢alismada gorildiigi gibi; katkili veya
saf yariiletken ince filmler iizerine 1s1l islemin
(tavlama) etkileri ortaya konulmustur. Tavlama
sonucunda elde edilen XRD analizleri sonucunda
daha ¢ok amorf yapida olan ince filmlerde daha
diizenli kristal bir yap1 olustugu gozlenmistir.
Tavlama islemine tabi tutulan Al katkili Demir Oksit
ince filmlerinin XRD analizlerinde 33.420’de siddetli
pikin meydana geldigi gézlenmistir. Bunun yani sira
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tavlama islemi uygulanmis olan ince filmlerin
sogurma Olcilleri  sonucunda yasak enerji
araliklarinda da bir takim degisiklikler meydana
geldigi gorilmiistiir. Uzerinde ¢ahistigimiz Al katkil
demir oksit (Fe203) yariiletkenlerinin yasak enerji
araliklarinin, tavlama islemi sonrasi yaklasik 1.87
eV’'tan 2.18 eV’'a dogru genisledigi sonucu ortaya
cikmistir.

Cikar catismasi

Yazar, bu makalede rapor edilen c¢alismayl
etkileyebilecek goriinen hicbir rekabet halindeki
finansal cikarlar1 veya kisisel iliskileri olmadigini
beyan eder.

Tesekkiir: Bu calisma 8217 nolu proje ile Bilimsel
Arastirma Projeleri (BAP) tarafindan
desteklenmistir.
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